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Inhalt

¢ Grundlagen des Rutherford Back
Scattering (RBYS)

¢ Experimentelle Beispiele

¢ Auswertung mitttels Simulation
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Grundlagen von Standard-RBS




Grundlagen
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Fur einen festen Streuwinkel & Grundlagen

Streuung an der ersten Lage
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Streuwahrscheinlichkeit




Bremsvermogen fur lonen

Hauptsachlich:
WW mit den Elektronen in der Probe




Grundlagen

Elektronischer und Nuklearer

Beitrag zur Streuung
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Grundlagen

Die Ausbeute einer unendlich
dunnen Schicht

Y = Anzahl der detektierbaren Ereignisse
da/dQ = Streuwahrscheinlichkeit (Wirkungsquerschnitt)

() = Raumwinkel des Detektors

QQ = Anzahl der Ionen, die auf die Schicht treffen

N = Anzahl der (Atome / Flache) in der Schicht
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Experimentelle Beispiele




Beispiele

Freistehende Monolage W
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Beispiele

Freistehende ML, W & Si
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Beispiele
Streuung an einem 100 nm W Film auf Si Substrat

Energy (Mev)
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Beispiele

Streuung an einem 100 nm SiW Film auf Si1 Substrat
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Beispiele
Streuung an einem 100 nm S1 Film auf W Substrat
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Beispiele

Streuung an einem 100 nm SiW Film auf W Substrat
Energy (Mev)
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Auswerteverfahren




Simulations Programme

¢ Genauigkeit der benutzten Stopping Power
Daten 1st typisch 5 % !

¢ Wir verwenden RBX
¢ folgende Beispiele sind von RUMP




RUMP Analyse von Ag/Ni
Multilagen auf SiO, /S
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RUMP - NbO,/Nb auf AlLO,
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Mit RBS erhalt man:
¢ Die Anzahl der Atome/Flache (Dicke)

¢ Die Zusammensetzung
¢ Variationen der Zusammensetzung

¢ Dickenvariationen




Was man mit RBS NICHT erhalt:

¢ Die Dicke 1n nm

¢ Morphologie

¢ Strukturinformationen

¢ Den Anteil leichter Elemente wie z.B. H!

Durch die Kombination von RBS und XRD Analyse
kann man die Dichte bestimmen !!




Typische Eckdaten

¢ Tiefenauflosung: 2-10 nm

¢ Relative Genauigkeit: besser 1 Atom%

¢ Absolute Genauigkeit: bestenfalls 1 Atom %
¢ Durchsatz: 1 Probe / 15 Minuten
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Channeling




Was ist Channeling?
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The End




